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はじめに 

 我々は、橋梁等の老朽化インフラの振動特性から

健全性を診断可能な振動センサとして、軟磁性磁歪

薄膜の逆磁歪効果を用いた高感度歪センサを振動セ

ンサへと応用する研究を行ってきた(1)。先行研究に

おいてはセンサをカンチレバー構造とし、自由振動

させることでその特性の評価を行っていたが、この

方法ではカンチレバーの機械的共振周波数において

大きく振動を検知してしまい、センサの特性を正し

く測定することができていなかった。そこで別の歪

印加手法として、センサを接着した圧電素子を伸縮

させ直接歪をかける方法を提案する。自由振動では、

振動の際センサに与える歪量を制御出来なかったが、

この手法を用いれば歪量は制御可能である。また、

自由振動の際はセンサにバイアス歪をかけるために

錘を乗せる必要があったが、圧電素子を用いる際は

バイアス電圧を印加すればバイアス歪をかけること

が可能になる。強制振動のための予備実験として、

磁性膜を成膜していない Si 基板を圧電素子に接着

し、直流電圧を印加することで歪を与えることを試

みた。 

実験方法 

 直径50mm、厚さ 4mmの圧電素子上に厚さ 200µm、

8.5mm×25mmの Si 基板を Fig. 1 に示すように接着

した。圧電素子に-1000V~1000Vの直流電圧を印加

し、歪ゲージを用いて Fig. 1 に示す三ヶ所の歪の測

定を行った。 

実験結果及び考察 

 電界に対する歪の測定結果を Fig. 2に示す。圧電

素子上の歪みゲージは電界が 250V/mmの際、おお

よそ 200ppmを検知し、Si 基板上の歪ゲージはおお

よそ 100ppmの歪を検知した。以上の結果から、Si

基板には 100ppm程度の歪がかけられており、特性

測定の際にはセンサに十分な歪を印加することがで

き、強制振動による測定が可能であると考えられる。

実際の強制振動による特性測定の結果は講演の際に

報告する。 
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Fig. 1 Schematic diagram of the piezoelectric element. 

Fig .2  Distortion characteristics for applied electric field 
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